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Si integramos esta expresion entre los limites de la zona P donde la concentracién de
equilibrio es ppo a través de la juntura hasta la zona
N donde la concentracién de huecos es pno obtendremos:
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Sin potencial aplicado externo

¢ Se puede Medir el POTENCIAL DE JUNTURA?
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0 ¢Por qué rectifica la Juntura PN? |

0 ¢Por qué permite circular corriente en sentido
directo?

0 ¢Por qué NO permite circular corriente en sentido
inverso?

0 ¢Qué peso tienen los mayoritarios frente a los

minotitarios?
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